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１．概要（Summary ） 

 

 半導体ナノデバイスの設計にはナノ構造での熱特

性を明らかにすることが不可欠である． 

 本研究は，現在半導体として広く使われているシリ

コン（Si）を用いたナノワイヤ（NW）を作製し，そ

の熱特性を測定することを目的とする． 

 NWの熱特性を測定する条件の一つとして，NWを

架橋化させる必要がある． 

 今回作製を進めているプロセスでは，SiO2 上の Si

を架橋化させる予定であり，シリコン酸化膜犠牲層ド

ライエッチングシステムを用いた加工を検討してい

る． 

 技術相談からシリコン酸化膜犠牲層ドライエッチ

ングシステムで架橋化できるだろうという結論に至

った． 

 

２．実験（Experimental） 

 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 

 なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation）： 

 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

 

 なし。 

 

 

 


